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Dimensions In Millmetars Dimensions In Inches
Symbol Min Nom Max Min Nom Max
A e — 4.31 — — 0.170
Al 0.38 — — 0.015 — —
B2 315 3.40 365 0.124 0.134 0.144
B 0.38 0.46 0.51 0.015 0.018 0.020
B1 1.27 1.52 1.77 0.050 0.060 0.070
C 0.20 0.25 0.30 0.008 0.010 0.012
D 8.95 9.20 9.45 0.352 0.362 0.372
E 6.15 6.40 .65 0.242 0.252 0.262
E1 —_— T.62 J— N 0.300 -
a —_— 2.54 J— JR— 0.100 JR—
L 3.00 3.30 3.6 0.118 0.130 0.142
8 0 — 15" 0 —_— 15"
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